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Fabrication and evaluation of heavily Li-doped NiO epitaxial thin films grown by room-temperature PLD 
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[はじめに]p 型酸化物半導体として代表的な材料である NiO は光学的、電気的、磁気的特性から様々な分野での応用が期待される材料である。ま

た、NiO に Li をドープすることで Ni サイトに Liが置換され、導電率が大幅に増すことが確認されている。本研究では、従来の高温プロセスでは

なく室温により様々な Li ドープ濃度の NiO を作製し、エピタキシャル成長させることを目指した。室温で成膜することにより、その非平衡性か

ら高温成膜とは違う結晶構造・特性を得ることを期待して、高温プロセスにはない室温プロセスの特異性を明らかにすることを目的とした。 

 [実験及び結果]成膜方法には PLD（pulsed laser deposition）法を用いた。ターゲットと

して NiO に様々な濃度の Li をドープしたものを用いて、サファイア(0001)及び MgO(100)基

板上に室温と高温により成膜を行った。成膜時は反射高速電子線回折(RHEED)を用いてその

場観察を行い、結晶性の評価には XRD を用いた。また、2 端子法により各薄膜の導電率を評

価した。Fig.1 には 32mol%Li ドープ NiO をターゲットとして用いて、各基板上に室温により

作製した膜の成膜後の RHEED 画像を示してある。RHEED 画像を見るとストリークパターンが

明瞭に示されていて、成膜後の XRD チャートの結果も合わせ、Li ドープ NiO はサファイア基

板上では(111)方向に MgO 基板上には(100)方向にエピタキシャル成長することが示された。

当日は、成膜温度,Li ドープ率,及び導電率の相関関係について詳報する。 

Fig.1: RHEED images of 32mol%Li-doped NiO 

thin films deposited by Room-Temperature on 

[a]sapphire(0001) and [b] MgO(100) substrate 


